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@) Infrarot-Strahler 

Eine Strahlungsquelle fur Infrarot-Strahlung besteht aus 
einem Rachenstrahler und einer Widerstandsschtcht, wel- 
che auf einem Tragersubstrat angeordnet sind. Die Warme- 
kapazttat der Strahlungsquelle soil so weit verringert wer- 
den, daS eine Modulation der IntensHat der Strahlungsquel- 
le mit genugend hohen Frequenzen ermogticht wird. Dazu ist 
vorgesehen, daB die Widerstandsschicht (3) in einem ver- 
dunnten Bereich (7) desTragersubstrats (1 ) angebracht ist 
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1. Strahlungsquelle fur Inf rarot-Strahlung mit einem 

Flachenstrahler ^ welcher auf einem Tragersubstrat auf- 
gebracht ist^ und mit einer elektrisch leitfahigen 
Widerstandsschicht, welche als Heizelement auf dem 
5 Tragersubstrat angebracht ist, dadurch ge- 

k e n n z e i c h n e t, dafi die Widerstandsschicht (3) 
in einem verdiinnten Bereich (7) des Tragersubstrates (1) 
angebracht ist, 

10 2. Strahlungsquelle nach Anspruch 1, dadurch ge- 

kennzeichnet^ dafi der verdunnte Bereich (7) 
Durchbriiche (9) im Tragersubstrat (1) neben der Wider- 
standsschicht (3) aufweist. 

15 3. Strahlungsquelle nach Anspriich 1 und 2, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t, daB eine Substanz (lO) 
hohen Emissionsvermogens im verdiinnten Bereich (7) auf 
das Tragersubstrat (1) und/oder die Widerstandsschicht 
(3) aufgebracht ist, 

20 

4. Strahlungsquelle nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Widerstandsschicht (3) 
eine in sich verschlungene Leiterbahn ist* 

25 5, Strahlungsquelle nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet, dafi das Tragersubstrat (1) 
im verdunnten Bereich (7) aus Material hoher thermi- 
scher Leitf ahigkeit besteht. 


30 


6. Strahlungsquelle nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Material hoher ther^ 
mischer Leitf ahigkeit Silizium ist. 
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Inf rarot-Strahier 

Die Erf indung betrifft eine Strahlungsquelle fiir 
Inf rarot-Strahlung mit einem Flachenstrahler / welcher 
auf einera Tragersubstrat aufgebracht ist, und rait einer 
elektrisch leitfahigen Widerstandsschipht , welche als 
HeizelemGnt auf dem Tragersubstrat angebracht ist. 

Aus der US-PS 38 75 413 ist ein inf rarot-Strahler be- 
kannt, be i dem die Strahlungsquelle als diinner Film 
auf einem Trager ausgebildet ist* Der Film wird als 
fleizwiderstand 13 unmittelbar als Strahler benutzt. . 
Der Trager besteht aus einem Material geringer Warme- 
leitung, wie Quarz oder Saphir, Im zentralen Bereich 
des Tragers 11 ist eine f laehenf ormige Strahlungsr 
quelle 13 angeordnet, welche mit einem Material von 
hohem elektrischen Wider stand und hohem optischen 
Emissionsvermogen bedampft ist und den Heizwiderstand 
bildet, Er ist zugleich die Strahlungsquelle. Die in 
Langsrichtung sich anschlieflenden Endstiicke der aufge- 
dampften Strahlungsquelle sind mit Kontaktbelagen aus 
Plat in bedeck t, welche die Anschlufldrahte tragen und 
die Rander des Heizwiderstandes iiberdecken. Aufgrund 
des geringen Emissionsverraogens von Plat in tragen die 
Kontaktbelage nicht zur Strahlung bei; diese ist auf 
die Flache des Heizwiderstandes beschrankt. 

Einen bedeutenden Anwendungsbereich solcher Inf rarot- 
Strahlungsquellen bilden Gasanalysen-Gerate, welche 
unter Ausnutzung der Inf rarot-Absorption die ver- 
schiedenen Bestandteile eines zu prCifenden Gasgemisches 
unterscheiden und messen konnen. 
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Bei der optischen Gasanalyse wird init einem modulierten 
Strahl gearbeitet, um eine einfache Trennung des modu- 
lierten Nutzsignals vom niederf requenten Rauschen zu er- 
moglichen. Werden kontinuierlich leuchtende Strahlungs- 
quellen verwendet, mufi die Strahlung durch einen mecha- 
nischen Zerhacker, wie z,B. einen rotierenden Spiegel 
Oder rotierende Blenden, moduliert werden. Solche raecha- 
nischen Losungen sind aufwendig, mussen genau aufeinan- 
der abgestiirant sein und sind wegen ihrer empf indlichen 
Bauform fur transportable oder tragbare Gasanalysengerate 
nicht geeignGt. Man ist daher bestrebt, die Modulation 
des optischen Strahles durch eine direkte Modulation der 
Strahlungsquellenintensitat zu verwirklichen* Dazu ist 
jedoch eine wesentliche Voraussetzung^ daB die Strahlungs- 
guelle eine moglichst geringe Warmekapazitat aufweist und 
daB a±e 'Warmeabf uhr rasch an di^ Umgebung erfolgt. 


Die bekannten Infrarot-Strahlungsquellen in Form von 
diinnen Metallschichten auf Keramiksubstraten besitzen je- 
doch noch eine zu hohe Warmekapazitat- um eine genugend 
hohe Modulationsf requenz der Strahlungsquelle selbst zu 
erlauben. Der bekannte Strahler benotigt zwar wegen seiner 
geringen Gesamtinasse und der geringen Warmeleitung des 
Tragers wenig Energie fur die Heizung, er ist jedoch kaum 
25 fur eine Strahlungsmodulation durch beispielsweise ge- 

pulste Heizung geeignet, weil in den Heizpausen die Warme 
aus der Strahlungszone nur langsam abgefuhrt wird, Eine 
Modulation der Strahlung erfordert also einen zu sat z lichen., 
nachtraglich in den Strahlengang angeordneten mechanischen 
30 Modulator. 

Die Aufgabe vorliegender Erfindung wird darin gesehen, 
eine Strahlungsquelle fur Infrarot-Strahlung der eingangs 
genannten Art so zu verbessern, daB die WSrmekapazitat 
der Strahlungsquelle welter verringert und die Warmeab- 
leitung an ihre Umgebung vergroBert wird. 
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Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dafi die Wider stands- 
schicht in einem verdunnten Bereich des Tragersub- 
strates angebcacht ist. 

5 Vorteilhaf te Weitecbildungen sind in den Unteranspriichen 
gekennzeichnet. 

Die erfindungsgeroafie Ausbildung eines Inf rarot-Strahlers 
besitzt den Vorteil, dafl der Plachenstrahler eine so ge- 
10 ringe Warmekapazitat besitzt, dafl eine schnelle Modula- 
tion der Strahlungsquelle durch Anderung der Heizlei stung 
in der Widerstandsschicht erzielt werden kann. Insbeson- 
dere sind Modulationsf requenzen in der Groflenordnung von 
loo Hz looglicfa. 

15 - . .. ... . .... . ... 

Vorteilhafterweise wird die Modulierbarkeit des Strahlers 

noch waiter erhoht, wenn in dem verdunnten Bereich Durch- 

briiche angeordnet sind. 

Die elektrische Widerstandsschicht wird zweckniafiiger- 
20 weise als eine in sich verschlungene, beispielsweise 
roaanderformige Leiterbahn ausgestaltet- 

Daniit wird in vorteilhaf ter Weise die Leiterbahn zu einer 
flachigen Strahlungsquelle, wobei jedoch die Erwarmung 
der Leiterbahn durch den elektrischen Strom auf einen 

25 kleinen Raum begrenzt bleibt. Die Modulierbarkeit wird 

weiter verbessert, indem das Tragersubstrat, auf welchem 
die Leiterbahn angeordnet ist, aus Material hoher thermi- 
scher Leitf ahigkeit besteht. Ein solches Material kann in 
weiterer Ausgestaltung der Erfindung Silizium sein. Eine 

30 zweckinaflige Anordnung der die Inf rarot-Strahlung abgeben- 
den Substanz besteht darin, dafl diese im verdunnten Be- 
reich als eine zusatzliche Schicht aufgebracht ist. Da- 
durch ist eine deutliche Trennung zwischen der Warme- 
qiaelle iri Gestalt der Leiterbahnen und der Strahlungs- 

35 quelle in Gestalt der inf rarot-aktiven Substanz gegeben. 
Infolgedessen wird zur Aufheizung der Emissions-Substanz 
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lediglich die elektrisch gut leitfahige Leiterbahn be- 
nutzt, so dafl die Wahl einer inf rarot-aktiven Substanz 
unter den Gesichtpunkten eihes optimalen Strahlers er- 
folgen k'ann, ohne daf3 gleichzeitig noch auf eine optimale 
elektrische Leitf ahigkeit derselben Substanz geachtet 
werden mufi. 

Anhand der Figuren der Zeiehnung wird ein Ausf uhrungsbei- 
spiel der Erfindung dargestellt uhd im folgenden naher 
beschrieben* Es zeigen 

Fig* 1 die Draufsicbt auf die Infrarot- 

Strahlungsquelle , 
Fig* 2 einen Schnitt 2-2 durch die 
. _ - Strahlungsqu^lle. 

In Figur 1 ist ein plattenf ormiges Tragersubstrat 1 aus 
Silizium von etwa 300yi/OT Dicke an seiner Oberseite mit 
einer isolierenden Oxidschicht 2 iiberzogen. Im Mittel- 
feld ist auf dieser eine mit bekaniiten Verfahren aufge- 
brachte, maanderf ormige Leiterbahn 3 aus Platin zu einem 
Flachenstrahler 6 ausgebiidet angeordnet. Ihre etwas ver- 
dickten Enden bilden die Anschluflkontakte 4, 5. Sie wer- 
den an eine in der Figur nicht dargestellte gepulste 
Stromversorgung angeschlossen . Die Leiterbahn 3 ist mit 
einer Substanz 10 aus Siliziumdioxid zur Emission der 
Inf rarot-Strahlung bedeckt. Unterhalb der Leiterbahn 3 
ist in einem sie umgebenden Bereich das Tragersubstrat 1 
von der Riickseite her mit einem verdiinnten Bereich 7 ver- 
sehen, welcher in Form einer Membran von etwa 20^07) | 
Dicke ausgebiidet ist. 

Der Schnitt in Figur 2 zeigt zusatzlich zu den schon dar- 
gestellten Einzelheiten die Durchbriiche 9, welche beider- 
seits der Leiterbahn 3 in dein verdiinnten Bereich 7 ange- 
ordnet sind. Die Leiterbahn 3 mit ihrer Emissions-Substanz 
lO befindet sich dadurch auf einer diinnen Briicke^ welche 
bei Einschaltung des Heizstromes schnell mit geringer 
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Leistung die zur Strahlungsabgabe erf orderliche Tempera 
tur erreicht* Ward der Heizstrom unterbrochen, erfolgt 
durch die gute Warmeleitung des Tragermater ials in der 
Briicke eine schnelle Absenkung der Temper a tur und Ver- 
minderung der Strahlung* Die dicken Randbereiche des 
Tragersubstrates 1 sichern die mechanische Robustheit 
des Str abler s. 



